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Datenblatt F-SMA DIP-Gehause

660nm Sender

LED 660nm 10MBits/s

1 Allgemeine Beschreibung

Das Bauelement ist speziell geeignet fir Anwendun-
gen mit Standard 1mm Kunststofflichtwellenleiter.
Bestlickt mit einer schnellen 660nm LED die tber
eine hohe optische Ausgangsleistung verfugt, ist das
Bauelement eine gute Alternative in Datenulbertra-
gungssystemen mit Kunststofflichtwellenleiter.

2 Anwendungen

Aufgrund der hohen Modulationsfrequenz von max.
10MBit/s (mit geeigneter Treiberschaltung), den
guten optischen und mechanischen Eigenschaften,
findet das Bauelement eine Vielzahl von Anwen-
dungsmaglichkeiten:

* optische Netzwerke
e Industrieelektronik

* Leistungselektronik
e Lichtschranken

3 Bestellinformation

Ausfiihrung Bestellnummer
660nm Sender 905SE660SM003
660nm Sender mit Stitzstifen  905SE660SM004
4 MafRzeichnungen

Gehause

Zubehor: R i
Befestigungsmutter, Fe- -

derscheibe, Schrauben fiir
Leiterplattenbefestigung
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5 Eigenschaften

*  660nm LED

200uW Ausgangsleistung bei 10mA
10MBit/s (mit geeigneter Treiberschaltung)
F-SMA Anschlufd Metall

» geeignet fur Kunststofflichtwellenleiter und
HCS®-Faser

Kunststoffgehause

» optional mit Stitzstiften

* geeignet flr automatische Bestlickung
wellenlotfahig

Bohrplan fiir PCB

Ansicht: Bestlickungsseite
0. Durchmesser der Bohrungen:
Pin 1..8 =0.8mm
Stutzstifte (Option) = 1.4mm
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6 Grenzwerte 8 Kennlinien
Belastungen die liber die als *Grenzwerte™ ange- Forward current /¢ = /{VF),
gebenen hinausgehen kénnen das Bauelement sinale puse, duretion - 20 4e
dauerhaft beschadigen. Die Grenzwerte stellen 1, mA =
Belastungsgrenzen des Bauelementes dar. Der T Vil

dauerhafte Betrieb mit diesen Werten wird nicht
empfohlen, da die Zuverlassigkeit des Bauele-
mentes darunter leiden kann.

102

=R

Parameter Wert Einheit o'
Betriebstemperatur -40 bis +80 °C
Lagertemperatur -55 bis +100 °C 1
1] 2 4 & B V1
Sperrschichttemperatur 100 °C "
thtemperatur 260 oc Maximum permissible forward current
Ir = f{Ta), Ringa = 450 KIW
2mm vom Gehéuse, t < 5s F=fl 122 tnan = 450
Sperrspannung 3 \Y ’rf 1’;;
Durchlaf3strom 50 mA 50
Stolistrom 1 A 50
t<10us, D=0 ~
40
Verlustleistung 120 mwW N
20
N
Warmewiderstand 450 K/IW q
0 20 40 60 80 °C 100
—,
Relative output power le/lg(so ma) = f{/F)
. ingle pulse, duration = 20
7 Technische Daten R e a—
I, *
Parameter Wert Einheit o
Wellenlange A 660 nm
Spektrale Bandbreite AA 25 nm "
Schaltzeiten (I.=30mA) /
107!
ts 100 ns S, 2o i e e 201 e e
t. 100 ns ot
Kapazitat (V =0V) 30 pF 10° 10! 102 ma 103
—Tp
Durchlafy \Y,
urchlaispannung V, 2.1 (<2.8) v ‘ N
(IF=50mA) Relative spectral emission /¢ = f{1)
Ausgangsleistung P 100
Ausgang 9 Pour 200 (>100) uw I %
in Tmm Faser (I.=10mA) T ’ \
80
Temperaturkoeffizient P . -0.4 %/K
60
Temperaturkoeffizient V_ -3 mV/K
40 I
Temperaturkoeffizient A 0.16 nm/K »
0 —’/
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Alle Informationen in den Datenblattern von Ratioplast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten Wissen
und Gewissen erstellt. Sie werden regelméRig kontrolliert und aktualisiert. Fiir eventuell noch vorhandene
Irrtiimer oder Fehler wird keine Haftung iibernommen. Anderungen vorbehalten.

Hausanschrift: Tel. +49 (0)5741 2366 5-0 Internet: http://www.ratioplast.de USt.-ID-Nr.: DE 164 216 351
Jockweg 64 Fax +49 (0)5741 2366 5-44 E-Mail: opto@ratioplast.de Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 2382
D 32312 Libbecke



